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論文審査　の結　果　の　要　旨
本研究は、ＺｎＳｅ系ⅡｐⅣ族化合物半導体による青緑色レーザーダイオード（ＬＤ）、および白色発
光ダイオード（白色ＬＥＤ）の実用開発に関するものである。デバイス開発の基礎となるＭＢＥ成長（分
子線エピタキシャル成長）ノから実用水準まで素子性能を向上させた系統的な研究成果をまとめた
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もので、研究の概要と主要な成果を以下に示す。
①ＺｎＳｅ結晶薄膜のホモエピタキシャル成長（ＭＢＥ成長）技術の確立：
従来の異種基板上への結晶薄膜成長の持つ欠点、（特に欠陥発生）を克服するＺｎＳｅ薄膜のホモ・
エピタキシャル成長（同一基板上のエビ成長）技術を確立し、結晶内のマクロ・ミクロ欠陥の
発生を制御したＬＤおよびＬＥＤ素子開発のベースを構築した。
②　ＺｎＳｅ－ＺｎＭｇＳＳｅ系ＳＣＨ構造（分離閉じこめ型ＬＤ）・ＬＤ素子および白色ＬＥＤ素子の肺発：
量子井戸活性層（ＺｎＣｄＳｅ／ＺｎＳｅ）をＺｎＭｇＳＳｅクラッド層で挟んだＳＣＨ構造・青緑色半導体ＬＤ素子
および白色ＬＥＤ素子の開発を行った。青緑色ＬＤ素子は、同種半導体の中でも最も低い発振閲値
（16Ａ／ｃｍ2）を達成し、ホモエビタキシャル結晶の高品質性（特に欠陥制御）を検証した。ＺｎＳｅ白
色ＬＥＤ素子は、活性層からの青緑色発光とその直接励起により生じるＺｎＳｅホモ基板からのオレ
ンジ発光の混色で白色を実現する、非常にユニークな全固体・白色ＬＥＤである。本研究のポイ
ントは、最大の技術課題であった「短い素子寿命（数千時間動作）」の要因となるミ、クロ点欠陥
（Ｎ複合欠陥）の発生・増殖を人工的に制御した新素子横道「ダブル・クラッド構造ＳＣＨ白色
ＬＥＤ」の開発である。新構造白色ＬＥＤ素子は低動作電圧（＜2．5Ｖ）、高輝度（＞301ｍ／Ｗ）且つ長寿
命動作を実証した。本研究で作製されたＺｎＳｅ白色ＬＥＤ素子は＼室温・連続動作試験において1
万時間以上の安定動作を示し、初′めて実用応用への道を開拓した。
これらの研究成果は白色ＬＥＤ素子の実用開発に留まらず、Ⅱ－Ⅵワイドギャップ半導体・素
子開発のボトルネックであった「欠陥発生・増殖の課題」を克服する新技術を世界に初めて示
すものであり、博士（工学）としての価値を持つものと判定する。
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